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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷電粒子線源と，
  前記荷電粒子線源から放出された荷電粒子線の照射エネルギを設定する手段と，
  制御信号の時間基準を設ける手段と，
  前記荷電粒子線を，前記時間基準に同期して試料に照射すると共に，照射位置を制御す
る手段と，
  前記時間基準に同期して，前記試料からの放出電子を検出する手段と，
  前記放出電子の検出信号から前記放出電子の放出特性を解析する手段と，
  前記放出電子の前記放出特性に基づき，前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態特
性を解析する手段と，を含むことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項２】
　請求項１記載の荷電粒子線装置において，
  前記放出電子の前記放出特性は，前記放出電子の検出信号の信号値，または，前記放出
電子の検出信号が定常となる時定数，または，放出電子の検出信号を時間積分した積分値
であることを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項３】
　荷電粒子線源と，
  前記荷電粒子線源から放出された荷電粒子線の照射エネルギを設定する手段と，
  制御信号の時間基準を設ける手段と，
  前記荷電粒子線を，前記時間基準に同期して試料に照射すると共に，照射位置を制御す
る手段と，
  前記時間基準に同期して，前記試料からの放出電子を検出する手段と，
  前記照射位置を制御する第１制御信号と，前記荷電粒子線を前記試料に照射する第２制
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御信号と，前記放出電子の検出信号から画像を形成する手段と，
  前記画像の明度またはコントラストから，前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態
特性を解析する手段と，を含むことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項４】
　請求項３記載の荷電粒子線装置において，
  前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態特性を解析する手段は，複数の照射条件か
らなる複数の画像を用いるものであることを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項５】
　請求項１記載の荷電粒子線装置において，
  前記荷電粒子線を前記時間基準に同期して前記試料に照射する手段は，前記荷電粒子線
を前記時間基準に同期して断続的に照射する手段であることを特徴とする荷電粒子線装置
。
【請求項６】
　請求項５記載の荷電粒子線装置において，
  前記断続的に照射する照射条件は，照射時間，および照射と照射の間隔時間であること
を特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項７】
　請求項１記載の荷電粒子線装置において,
  前記試料の電気特性は，前記試料の静電容量または抵抗値であり，
  前記断面方向の形態特性は，断面方向の構造の深さ位置，長さ，厚さであることを特徴
とする荷電粒子線装置。
【請求項８】
　請求項１記載の荷電粒子線装置において，
  前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態特性を解析する手段は，
  前記放出電子の放出特性と前記電気特性または断面方向の形態特性との関係，もしくは
，前記画像の明度またはコントラストと前記電気特性または断面方向の形態特性との関係
，を示すデータベースを保有する手段と，
  前記データベースに保存した各関係に基づき，前記放出電子の検出信号または前記画像
から，前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態特性を解析するものであることを特徴
とする荷電粒子線装置。
【請求項９】
　請求項３記載の荷電粒子線装置において，
  前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態特性を解析する手段は，前記試料の複数の
箇所で，前記電気特性または，前記断面方向の形態特性を解析し，マッピングされた前記
電気特性または，前記断面方向の形態特性を表示する手段を含むことを特徴とする荷電粒
子線装置。
【請求項１０】
　請求項３記載の荷電粒子線装置において，
  前記試料は，半導体デバイスの製造工程におけるウェーハであり，
  前記試料の電気特性もしくは断面方向の形態特性を解析する手段は，前記画像から，前
記ウェーハに形成された微細パターンの前記微細パターンの寸法または前記微細パターン
のパターン形状の不良を解析する手段を含むことを特徴とする荷電粒子線装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の荷電粒子線装置において，
  前記画像から，前記ウェーハに形成された微細パターンの前記微細パターンの寸法また
は前記微細パターンのパターン形状の不良を解析する手段は，単一の照射条件からなる画
像の明度またはコントラストの差から，前記ウェーハに形成された微細パターンの欠陥箇
所を抽出する手段を備え，前記抽出した欠陥箇所で取得した複数の照射条件からなる複数
の画像から解析した前記画像の明度またはコントラストに基づき，前記試料の電気特性も
しくは断面方向の形態特性を解析するものであることを特徴とする荷電粒子線装置。
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【請求項１２】
　導電層が絶縁層で覆われた検査試料を準備する工程と，
  前記検査試料の前記導電層が形成された検査領域に，前記絶縁層を介してパルス幅の異
なる荷電粒子線を照射してコントラストが異なる複数の画像を取得する工程と，
  前記複数の画像からコントラストが最大となるパルス幅を抽出する工程と，
  導電層を覆って形成された絶縁層の厚さが既知の標準試料を用いて得られたコントラス
トが最大となるパルス幅と静電容量との関係を用いて，前記検査試料の前記検査領域にお
いてコントラストが最大となるパルス幅に対応する静電容量を抽出する工程と，
  抽出された前記静電容量を用いて，前記検査試料の導電層の深さ位置を求める工程と，
  求めた前記導電層の深さ位置と，予め定めた判断基準とを照らし合わせ，正常、或いは
欠陥の判定を行う工程と，を有することを特徴とする検査方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の検査方法において，
  前記検査試料の前記導電層は，接地されていることを特徴とする検査方法。
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